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出しに CoFeB/MgO/NiFe-面内磁気異方性 MTJ を用いることで書き込み電流 0.7 mA（対応する閾電流密度 Jc 






























Pt/Co/Ta/Co/Pd 膜が多層層間結合層として好適であることを示した．低エネルギーでの RIE 条件と多層層間結
合層を挿入した自由層／ピニング層スタックを用いて，読み出し書き込み分離型磁壁移動素子を作製し，書き込
み電流0.4mA，イオンミリングで作成した素子と同等の閾電流密度Jc ＝5.9 x 1011 A/m2での磁壁移動動作を実







Ta-cap/CoFeB/MgO/CoFeB-MTJ で Ta-cap の成膜ガスを Ar から Kr にすることで反転磁界を低下した．MTJ
の断面TEM-EELS分析の結果，Ta-capをKrガスで成膜したMTJのCoFeBフリー層は，Ta-capをArで成膜
したCoFeBフリー層よりもボロンの含有量が少ないことが分かった．これによって，CoFeBの垂直方向の保磁










ハ上の２X nm 以下の微細化と自由層，トンネルバリア材料および作製条件の最適化で，高速・低消費電力な 3
端子スピントロニクスデバイスの実現が期待される． 
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